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Inventia se refera la optoelectronica, in particular la procedeele de obtinere a cristalului fotonic pe semiconductor.
Cristalul fotonic este o structura dielectrica periodica, care poseda benzi de frecvente interzise in relatiile de dispersie a
undelor electromagnetice. Conform teoriei benzilor fotonice este posibild existenta benzilor de frecvente interzise in
structurile dielectrice periodice. Undele electromagnetice, frecventele carora cad in interiorul benzilor fotonice interzise
nu se pot propaga in interiorul cristalului fotonic [1,2].

Este cunoscut procedeul de obtinere a cristalelor fotonice tridimensionale dintr-un material monolit [3] care consta in
depunerea pe suprafata unui material dielectric sau semiconductor a unei masti, care formeaza o retea ordonata de gauri,
ulterior prin implantarea ionilor de energie inaltd si decaparea electrochimica selectiva din fiecare gaura se produc
cavitati in diferite directii. Neajunsul acestui procedeu este necesitatea folosirii litografiei si implantarii ionilor de
energie inalta, care sunt foarte costisitoare.

Problema pe care o rezolva inventia propusa consta in realizarea unui procedeu ieftin de obtinere a cristalelor fotonice
tridimensionale, care exclude folosirea litografiei si a implantarii de ioni.

Esenta inventiei constd in aceea ca procedeul de obtinere a cristalului fotonic pe semiconductor include decaparea
electrochimica a cel putin uneia din suprafetele lui. Noutatea inventiei consta in aceea ca decaparea electrochimica are
loc la aplicarea tensiunii periodic variabile, caracterizata de semnale dreptunghiulare cu frontul sub forma de trepte.
Rezultatul inventiei constd in obtinerea unui cristal fotonic tridimensional printr-o singurd procedurd de decapare
electrochimica.

Inventia se explica prin figurile 1 i 2, care reprezinta:

fig. 1, forma tensiunii aplicate in procesul de decapare electrochimica.

fig. 2, imaginea cristalului in sectiunea (100), perpendiculard pe suprafata plachetei decapate luatd la microscopul
electronic de scanare.

Exemplu de realizare a inventiei

Suprafata (100) a unei plachete de semiconductor n-InP cu concentratia electronilor n=1018 cm™ cu aria 5x5 mm’ este
supusd tratamentului electrochimic intr-o solutie apoasd de HCIl cu concentratia de 5% intr-un regim de aplicare a
tensiunii periodice sub formad de scard ilustrat in figura 1. Ca rezultat se formeazd o structurd poroasa periodica
tridimensionala ilustrata prin imaginea cristalului in sectiune (100), perpendiculard pe suprafata plachetei decapate luata
la microscopul electronic de scanare TESCAN (figura 2). Imaginea celei de-a doua sectiuni (100), perpendiculara pe
suprafata plachetei este analogica, ceea ce demonstreaza formarea cristalului fotonic tridimensional cu dimensiunile
caracteristice ale retelei de aproximativ 6 um. Numarul de straturi in cristalul fotonic este determinat de numarul
perioadelor tensiunii aplicate.



